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Na obtencao experimental dos materiais bidimensionais (2D) naturalmente
surge imperfeicdes, tais como defeitos estruturais, vacancias, deformacdes na
rede cristalina, e impurezas substitucionais ou intersticiais, as quais podem afetar
drasticamente suas propriedades fisicas. A presenca de tais defeitos é
praticamente inevitavel e podem ser decorrentes do processo de sintese em si ou
mesmo no pos-sintese. Em materiais 2D, os defeitos lineares tais como fronteiras
de graos sao comuns e consistem em wuma linha que une duas
regio
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ficas, isto é, na vizinhanca que une dois dominios do material policristalino.
Recentemente, amostras policritalinas de fosforeno foram observadas, mostrando
linhas de defeitos formadas por pentagonos, hexdgonos e heptagonos de fésforo
negro separando os déminios cristalograficos. Dentro desse contexto, é importante
estudar as propriedades de transporte em materiais semicondutores anisotrépicos
policristalinos, que podem ser vistos como juncdes lateriais com diferentes
orientacoOes cristalograficas, isto é, na presenca de uma superrede de fronteiras de
graos. Modelaremos o sistema fisico em questao utilizando a aproximacao da
massa efetiva, assumindo valores diferentes para as diferentes direcdes
cristalinas, e calcularemos as propriedades de transporte eletrénico através do
método da matriz de transferéncia. Discutiremos o papel da anisotropia no
coeficiente de transmissao para diferentes orientacdes das juncodes lateriais dos
dominios cristalinos, além de investigar a sua dependéncia com o nimero e o
tamanho das fronteiras de graos. Por fim, agradeco ao CNPq (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico) pelo financiamento do projeto, o qual
possibilitou a execucao desse trabalho.
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